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Нитрид индия является типичным предста-

вителем соединений AIII-BV. Он  кристаллизу-
ется в структуре вюртцита и характеризуется 
прямой запрещенной щелью  ~2,0 эВ. В на-
стоящее время пленки InN находят практиче-
ское применение в устройствах фотоники, а 
также в модулях высокоэффективных солнеч-
ных батарей [1].  

Для полученных нами методом НРПХС [2] 
поликристаллических пленок InN толщиной от 
50 до 1500 нм с зеркальной поверхностью на 
подложках из керамики, кварца и сапфира были 
определены некоторые оптические и диэлек-
трические характеристики, непосредственно 
связанные с межзонными переходами в нитри-
де индия.  

Представлены и проанализированы УФ-
спектры коэффициента отражения и результаты 
измерений энергетических потерь электронов 
(EEL), прошедших сквозь тонкие слои InN в 
диапазоне энергии фотонов от 3,0 до 60,0 эВ. 

Исследования  элементного состава пленок 
проводились с использованием рентгеновской 
абсорбционной спектроскопии (EDXS), а также 
с помощью Оже-спектроскопии (AES).  

Параметры кристаллической структуры 
осажденных толстых пленок определялись с 
помощью рентгеновской дифрактометрии и 
электронографии.  

Синтезированные поликристаллические 
пленки InN имели преимущественную ориен-
тацию оси с перпендикулярно плоскости под-
ложки. 

УФ- спектры коэффициента отражения 
нитридных пленок в диапазоне энергий фото-
нов 5,0-12,0 эВ были измерены с помощью 
VRM-спектрометра при комнатной температу-
ре. Спектры EEL тонких слоев InN на серебря-
ных сетках исследовались на аппаратуре 
ЛФТИ.  

В УФ- спектрах коэффициента отражения 
пленок InN наблюдаются 5 основных максиму-
мов при 8,8; 7,3; 5,8; 5,5; и 5,0 эВ соответствен-
но. Сравнение с аналогичным спектром коэф-
фициента отражения от пленки GaN указывает 

на их близость, если учесть соответствующее 
смещение энергетических пиков [3]. С целью 
уточнения  природы происхождения  выше-
упомянутых оптических пиков были выполне-
ны EELS исследования тонких нитридных пле-
нок. Анализ Крамерс-Кронига спектров EEL 
позволил определить действительную (ε1) и 
мнимую (ε2) части диэлектрической функции 
пленок InN [4]  

В нижнем энергетическом диапазоне зави-
симостей ε1(Е) и ε2(Е) обнаружены максимумы с 
энергией 3,6; 4,5 и 8,0 эВ, соответственно. Ре-
зультаты расчетов энергетической зонной 
структуры поликристаллических пленок InN 
(вюртцит), выполненные нами ранее [5], пока-
зали близость рассчитанных данных для энер-
гий межзонных переходов к эксперименталь-
ным значениям для пиков в спектрах EELS. 
Кроме того, большинство пиков, обнаружен-
ных как в УФ- спектрах коэффициента отраже-
ния, так и на кривых ε1 и ε2 ассоциируются с 
особенностями Ван-Хова в зоне Бриллюэна ни-
рида индия.  

Таким образом, энергетическое положение 
этих экстремумов в приведенных спектрах 
вполне сопоставимо с энергиями межзонных 
переходов в нитриде индия: Γ6 - Γ1 and Γ5 - Γ6 
(8,8 эВ), K3 - K2 (7,3 – 8,0 эВ), U4 - U3 (5,8 эВ), 
Γ5 - Γ3 (4,5-5,5 эВ) [5-6].  
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